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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年1月8日(2009.1.8)

【公開番号】特開2002-252352(P2002-252352A)
【公開日】平成14年9月6日(2002.9.6)
【出願番号】特願2001-45840(P2001-45840)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1343   (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  23/52     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/423    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/49     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ａ
   Ｇ０２Ｆ   1/1343  　　　　
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
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   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｌ
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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月24日(2008.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素ＴＦＴを有する画素部と、該画素部の周辺に設けられた、ｐチャネル型ＴＦＴおよ
び第１のｎチャネル型ＴＦＴとを有する駆動回路と、を同一の基板上に有し、
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　前記第１のｎチャネル型ＴＦＴは、第１の島状半導体層、第１のゲート電極、ゲート絶
縁膜を有し、
　　　　前記第１の島状半導体層は、第１のチャネル形成領域と、該第１のチャネル形成
領域に接して２つの第１のＬＤＤ領域と、該２つの第１のＬＤＤ領域に接して第１のソー
ス領域または第１のドレイン領域を有し、
　　　　前記２つの第１のＬＤＤ領域は前記第１のゲート電極と一部重なっており、前記
第１のソース領域および前記第１のドレイン領域は前記第１のゲート電極と重なっておら
ず、
　前記画素ＴＦＴは、マルチゲート構造の第２のｎチャネル型ＴＦＴであって、第２の島
状半導体層、２つの第２のゲート電極、ゲート絶縁膜を有し、
　　　　前記第２の島状半導体層は、２つの第２のチャネル形成領域、該２つの第２のチ
ャネル形成領域のそれぞれに接して形成された４つの第２のＬＤＤ領域と、該４つの第２
のＬＤＤ領域のそれぞれに接して形成された３つの第２のソース領域または第２のドレイ
ン領域を有し、
　　　　前記２つの第２のチャネル形成領域の間に接して、４つのうち２つの前記第２の
ＬＤＤ領域が形成され、該２つの第２のＬＤＤ領域の間に接して、３つのうち１つの前記
第２のソース領域または前記第２のドレイン領域が形成され、
　　　　前記４つの第２のＬＤＤ領域並びに前記３つの第２のソース領域または第２のド
レイン領域は前記第２のゲート電極と重なっておらず、
　前記ｐチャネル型ＴＦＴは第３の島状半導体層、第３のゲート電極、ゲート絶縁膜を有
し、
　　　　前記第３の島状半導体層は、第３のチャネル形成領域と、該第３のチャネル形成
領域に接して第３のソース領域または第３のドレイン領域を有し、
　　　　前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域は前記第３のゲート電極と
重なっておらず、
　前記第２のＬＤＤ領域に含まれるｎ型不純物濃度は、前記第１のＬＤＤ領域に含まれる
ｎ型不純物濃度よりも高い半導体装置の作製方法であって、
　前記基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に非晶質シリコン膜を形成し、
　前記非晶質シリコン膜を結晶化して結晶性シリコン膜を形成し、
　前記結晶性シリコン膜をエッチングして前記第１～第３の島状半導体層を形成し、
　前記第１～第３の島状半導体層上に前記ゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の導電膜および該第１の導電膜上に第２の導電膜を積層形
成し、
　前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成し、
　第１のプラズマエッチング処理を行って前記第１の導電膜および前記第２の導電膜をエ
ッチングすることにより、
　　　　前記第１の島状半導体層上に、後に前記第１のゲート電極となる、端部がテーパ
ー形状である第１の形状の導電層を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第２のゲート電極
を形成し、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第３のゲー
ト電極を形成し、
　前記第２のゲート電極の上面および側面を覆い、前記第３のゲート電極の上面および側
面を覆う第２のレジストマスクをそれぞれ形成し、
　前記第２のレジストマスク、後に前記第１のゲート電極となる第１の形状の導電層およ
び該第１の形状の導電層上の前記第１のレジストマスクをドーピングマスクとして第１の
ドーピング処理を行って、
　　　　前記第１の島状半導体層中であって、前記第１のゲート電極と重なっていない部
分に、
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　　　　前記第２の島状半導体層中であって、後に前記３つの第２のソース領域および第
２のドレイン領域となる部分に、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層中であって、前記第２のレジストマスクに覆われ
ていない部分に、高濃度のｎ型不純物を添加し、
　前記第２のレジストマスクを保持したまま、第２のプラズマエッチング処理を行って、
後に前記第１のゲート電極となる第１の形状の導電層中の前記第２の導電膜をエッチング
して細くすることにより、該エッチングされた第２の導電膜および該第２の導電膜の端部
から突出した突出部を有する第１の導電膜からなる前記第１のゲート電極を形成し、
　前記第１のレジストマスクおよび前記第２のレジストマスクを除去し、
　第２のドーピング処理を行って、
　　　　前記第１の島状半導体層中に、低濃度のｎ型不純物を添加して、前記第１のゲー
ト電極の前記突出部と重なる前記第１のＬＤＤ領域、前記第１のソース領域および前記第
１のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層中に、低濃度のｎ型不純物を添加して、前記４つの第２
のＬＤＤ領域、前記３つの第２のソース領域および第２のドレイン領域を形成し、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層中に、前記第３のゲート電極と重なっていない部
分に低濃度のｎ型不純物を添加し、
　前記第１の島状半導体層および前記第２の島状半導体層を覆う第３のレジストマスクを
形成し、
　前記第３のレジストマスクおよび前記第３のゲート電極をドーピングマスクとして、第
３のドーピング処理によりｐ型不純物を添加して、
　　　　前記第３の半導体層中に、前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域
を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　画素ＴＦＴと保持容量とを有する画素部と、該画素部の周辺に設けられた、ｐチャネル
型ＴＦＴおよび第１のｎチャネル型ＴＦＴとを有する駆動回路と、を同一の基板上に有し
、
　前記第１のｎチャネル型ＴＦＴは、第１の島状半導体層、第１のゲート電極、ゲート絶
縁膜を有し、
　　　　前記第１の島状半導体層は、第１のチャネル形成領域と、該第１のチャネル形成
領域に接して２つの第１のＬＤＤ領域と、該２つの第１のＬＤＤ領域に接して第１のソー
ス領域または第１のドレイン領域を有し、
　　　　前記２つの第１のＬＤＤ領域は前記第１のゲート電極と一部重なっており、前記
第１のソース領域および前記第１のドレイン領域は前記第１のゲート電極と重なっておら
ず、
　前記画素ＴＦＴは、マルチゲート構造の第２のｎチャネル型ＴＦＴであって、第２の島
状半導体層、２つの第２のゲート電極、ゲート絶縁膜を有し、
　　　　前記第２の島状半導体層は、２つの第２のチャネル形成領域、該２つの第２のチ
ャネル形成領域のそれぞれに接して形成された４つの第２のＬＤＤ領域と、該４つの第２
のＬＤＤ領域のそれぞれに接して形成された３つの第２のソース領域または第２のドレイ
ン領域を有し、
　　　　前記２つの第２のチャネル形成領域の間に接して、４つのうち２つの前記第２の
ＬＤＤ領域が形成され、該２つの第２のＬＤＤ領域の間に接して、３つのうち１つの前記
第２のソース領域または前記第２のドレイン領域が形成され、
　　　　前記４つの第２のＬＤＤ領域並びに前記３つの第２のソース領域または第２のド
レイン領域は前記第２のゲート電極と重なっておらず、
　前記ｐチャネル型ＴＦＴは第３の島状半導体層、第３のゲート電極、ゲート絶縁膜を有
し、
　　　　前記第３の島状半導体層は、第３のチャネル形成領域と、該第３のチャネル形成
領域に接して第３のソース領域または第３のドレイン領域を有し、
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　　　　前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域は前記第３のゲート電極と
重なっておらず、
　前記保持容量は第４の島状半導体層、ゲート絶縁膜、容量配線を有し、
　　　　前記第４の島状半導体層は、前記容量電極と重ならない領域に２つの第４の不純
物領域を有し、
　　　　前記第４の不純物領域は前記第ｐチャネル型ＴＦＴの前記第３のソース領域また
は前記第３のドレイン領域と同濃度のｎ型不純物を含み、前記ｐチャネル型ＴＦＴの前記
第３のソース領域または前記第３のドレイン領域と同濃度のｐ型不純物を含み、
　前記第２のＬＤＤ領域に含まれるｎ型不純物濃度は、前記第１のＬＤＤ領域に含まれる
ｎ型不純物濃度よりも高い半導体装置の作製方法であって、
　前記基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に非晶質シリコン膜を形成し、
　前記非晶質シリコン膜を結晶化して結晶性シリコン膜を形成し、
　前記結晶性シリコン膜をエッチングして前記第１～第４の島状半導体層を形成し、
　前記第１～第４の島状半導体層上に前記ゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の導電膜および該第１の導電膜上に第２の導電膜を積層形
成し、
　前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成し、
　第１のプラズマエッチング処理を行って前記第１の導電膜および前記第２の導電膜をエ
ッチングすることにより、
　　　　前記第１の島状半導体層上に、後に前記第１のゲート電極となる、端部がテーパ
ー形状である第１の形状の導電層を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第２のゲート電極
を形成し、
　　　　前記第３の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第３のゲート電極
を形成し、
　　　　並びに前記第４の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記容量配線を
形成し、
　前記第２のゲート電極の上面および側面を覆い、前記第３のゲート電極の上面および側
面を覆い、および前記第４の島状半導体層を覆う第２のレジストマスクをそれぞれ形成し
、
　前記第２のレジストマスク、後に前記第１のゲート電極となる第１の形状の導電層およ
び該第１の形状の導電層上の前記第１のレジストマスクをドーピングマスクとして第１の
ドーピング処理を行って、
　　　　前記第１の島状半導体層中であって、前記第１のゲート電極と重なっていない部
分に、
　　　　前記第２の島状半導体層中であって、後に前記３つの第２のソース領域および第
２のドレイン領域となる部分に、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層中であって、前記第２のレジストマスクに覆われ
ていない部分に、高濃度のｎ型不純物を添加し、
　前記第２のレジストマスクを保持したまま、第２のプラズマエッチング処理を行って、
後に前記第１のゲート電極となる第１の形状の導電層中の前記第２の導電膜をエッチング
して細くすることにより、該エッチングされた第２の導電膜および該第２の導電膜の端部
から突出した突出部を有する第１の導電膜からなる前記第１のゲート電極を形成し、
　前記第１のレジストマスクおよび前記第２のレジストマスクを除去し、
　第２のドーピング処理を行って、
　　　　前記第１の島状半導体層中に、低濃度のｎ型不純物を添加して、前記第１のゲー
ト電極の前記突出部と重なる前記第１のＬＤＤ領域、前記第１のソース領域および前記第
１のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層中に、低濃度のｎ型不純物を添加して、前記４つの第２
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のＬＤＤ領域、前記３つの第２のソース領域および第２のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第３の島状半導体層中に、前記第３のゲート電極と重なっていない部分に低
濃度のｎ型不純物を添加し、
　　　　並びに前記第４の島状半導体層中に、前記容量配線と重なっていない部分に低濃
度のｎ型不純物を添加し、
　前記第１の島状半導体層および前記第２の島状半導体層を覆う第３のレジストマスクを
形成し、
　前記第３のレジストマスク、前記第３のゲート電極および前記容量配線をドーピングマ
スクとして、第３のドーピング処理によりｐ型不純物を添加して、
　　　　前記第３の半導体層中に、前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域
を形成し、
　　　　並びに前記第４の半導体層中に、前記２つの第４の不純物領域を形成し、
　前記第１～第４の島状半導体層、前記ゲート絶縁膜および前記第１～第３のゲート電極
および前記容量配線を覆って、第１の層間絶縁膜を形成し、
　前記第１～第４の島状半導体層に添加された前記ｎ型不純物および前記ｐ型不純物を活
性化し、
　前記第１の層間絶縁膜上に有機絶縁膜からなる第２の層間絶縁膜を形成し、
　前記第１～第３の島状半導体層の各ソース領域およびドレイン領域に達するコンタクト
ホール並びに前記第４の島状半導体層の第４の不純物領域に達するコンタクトホールを形
成し、
　前記第１～第３の島状半導体層の各ソース領域またはドレイン領域と電気的に接続され
るソース配線またはドレイン配線をそれぞれ形成するとともに、前記第１の島状半導体層
の前記第１のソース領域または前記第１のドレイン領域並びに前記第４の島状半導体層の
前記第４の不純物領域と電気的に接続される画素電極を形成することを特徴とする半導体
装置の作製方法。
【請求項３】
　画素ＴＦＴを有する画素部と、該画素部の周辺に設けられた、ｐチャネル型ＴＦＴおよ
び第１のｎチャネル型ＴＦＴとを有する駆動回路と、を同一の基板上に有し、
　前記第１のｎチャネル型ＴＦＴは、第１の島状半導体層、第１のゲート電極、ゲート絶
縁膜を有し、
　　　　前記第１の島状半導体層は、第１のチャネル形成領域と、該第１のチャネル形成
領域に接して２つの第１のＬＤＤ領域と、該２つの第１のＬＤＤ領域に接して第１のソー
ス領域または第１のドレイン領域を有し、
　　　　前記２つの第１のＬＤＤ領域は前記第１のゲート電極と一部重なっており、前記
第１のソース領域および前記第１のドレイン領域は前記第１のゲート電極と重なっておら
ず、
　前記画素ＴＦＴは、マルチゲート構造の第２のｎチャネル型ＴＦＴであって、第２の島
状半導体層、２つの第２のゲート電極、ゲート絶縁膜を有し、
　　　　前記第２の島状半導体層は、２つの第２のチャネル形成領域、該２つの第２のチ
ャネル形成領域のそれぞれに接して形成された４つの第２のＬＤＤ領域と、該４つの第２
のＬＤＤ領域のそれぞれに接して形成された３つの第２のソース領域または第２のドレイ
ン領域を有し、
　　　　前記２つの第２のチャネル形成領域の間に接して、４つのうち２つの前記第２の
ＬＤＤ領域が形成され、該２つの第２のＬＤＤ領域の間に接して、３つのうち１つの前記
第２のソース領域または前記第２のドレイン領域が形成され、
　　　　前記４つの第２のＬＤＤ領域並びに前記３つの第２のソース領域または第２のド
レイン領域は前記第２のゲート電極と重なっておらず、
　前記ｐチャネル型ＴＦＴは第３の島状半導体層、第３のゲート電極、ゲート絶縁膜を有
し、
　　　　前記第３の島状半導体層は、第３のチャネル形成領域と、該第３のチャネル形成
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領域に接して第３のソース領域または第３のドレイン領域を有し、
　　　　前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域は前記第３のゲート電極と
重なっておらず、
　前記第２のＬＤＤ領域に含まれるｎ型不純物濃度は、前記第１のＬＤＤ領域に含まれる
ｎ型不純物濃度よりも高い半導体装置の作製方法であって、
　前記基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に非晶質シリコン膜を形成し、
　前記非晶質シリコン膜を結晶化して結晶性シリコン膜を形成し、
　前記結晶性シリコン膜をエッチングして前記第１～第３の島状半導体層を形成し、
　前記第１～第３の島状半導体層上に前記ゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の導電膜および該第１の導電膜上に第２の導電膜を積層形
成し、
　前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成し、
　第１のプラズマエッチング処理を行って前記第１の導電膜および前記第２の導電膜をエ
ッチングすることにより、
　　　　前記第１の島状半導体層上に、後に前記第１のゲート電極となる、端部がテーパ
ー形状である第１の形状の導電層を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第２のゲート電極
を形成し、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第３のゲー
ト電極を形成し、
　前記後に第１のゲート電極となる第１の形状の導電層、前記第２のゲート電極、前記第
３のゲート電極およびそれぞれの前記第１のレジストマスクをドーピングマスクとして第
１のドーピング処理を行って、
　　　　前記第１の島状半導体層中であって、前記後に第１のゲート電極となる第１の形
状の導電層と重なっていない部分に、
　　　　前記第２の島状半導体層中であって、前記第２のゲート電極と重なっていない部
分に、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層中であって、前記第３のゲート電極と重なってい
ない部分に、低濃度のｎ型不純物を添加し、
　前記第１の島状半導体層および前記第２の島状半導体層を覆う第２のレジストマスクを
形成し、
　前記第２のレジストマスク、前記第３のゲート電極および前記第３のゲート電極上の第
１のレジストマスクをドーピングマスクとして、第２のドーピング処理によりｐ型不純物
を添加して、
　　　　前記第３の島状半導体層中に、前記第３のソース領域および前記第３のドレイン
領域を形成し、
　前記第１のレジストマスクおよび前記第２のレジストマスクを除去し、
　第３のレジストマスクを、前記後に第１のゲート電極となる第１の形状の導電層上面に
形成するとともに前記第２のゲート電極の上面および側面を覆い、前記第３の島状半導体
層を覆うように形成し、
　第２のプラズマエッチング処理を行って、後に前記第１のゲート電極となる第１の形状
の導電層中の前記第２の導電膜をエッチングして細くすることにより、該エッチングされ
た第２の導電膜および該第２の導電膜の端部から突出した突出部を有する第１の導電膜か
らなる前記第１のゲート電極を形成し、
　第２のドーピング処理により高濃度のｎ型不純物を添加して、
　　　　前記第１の島状半導体層中に、前記第１のゲート電極の前記突出部と重なる前記
第１のＬＤＤ領域、前記第１のソース領域および前記第１のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層中に、前記４つの第２のＬＤＤ領域、前記３つの第２の
ソース領域および第２のドレイン領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法
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。
【請求項４】
　画素ＴＦＴを有する画素部と、該画素部の周辺に設けられた、ｐチャネル型ＴＦＴおよ
び第１のｎチャネル型ＴＦＴとを有する駆動回路と、を同一の基板上に有し、
　前記第１のｎチャネル型ＴＦＴは、第１の島状半導体層、第１のゲート電極、ゲート絶
縁膜を有し、
　　　　前記第１の島状半導体層は、第１のチャネル形成領域と、該第１のチャネル形成
領域に接して２つの第１のＬＤＤ領域と、該２つの第１のＬＤＤ領域に接して第１のソー
ス領域または第１のドレイン領域を有し、
　　　　前記２つの第１のＬＤＤ領域は前記第１のゲート電極と一部重なっており、前記
第１のソース領域および前記第１のドレイン領域は前記第１のゲート電極と重なっておら
ず、
　前記画素ＴＦＴは、マルチゲート構造の第２のｎチャネル型ＴＦＴであって、第２の島
状半導体層、２つの第２のゲート電極、ゲート絶縁膜を有し、
　　　　前記第２の島状半導体層は、２つの第２のチャネル形成領域、該２つの第２のチ
ャネル形成領域のそれぞれに接して形成された４つの第２のＬＤＤ領域と、該４つの第２
のＬＤＤ領域のそれぞれに接して形成された３つの第２のソース領域または第２のドレイ
ン領域を有し、
　　　　前記２つの第２のチャネル形成領域の間に接して、４つのうち２つの前記第２の
ＬＤＤ領域が形成され、該２つの第２のＬＤＤ領域の間に接して、３つのうち１つの前記
第２のソース領域または前記第２のドレイン領域が形成され、
　　　　前記４つの第２のＬＤＤ領域並びに前記３つの第２のソース領域または第２のド
レイン領域は前記第２のゲート電極と重なっておらず、
　前記ｐチャネル型ＴＦＴは第３の島状半導体層、第３のゲート電極、ゲート絶縁膜を有
し、
　　　　前記第３の島状半導体層は、第３のチャネル形成領域と、該第３のチャネル形成
領域に接して第３のソース領域または第３のドレイン領域を有し、
　　　　前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域は前記第３のゲート電極と
重なっておらず、
　前記第２のＬＤＤ領域に含まれるｎ型不純物濃度は、前記第１のＬＤＤ領域に含まれる
ｎ型不純物濃度よりも高い半導体装置の作製方法であって、
　前記基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に非晶質シリコン膜を形成し、
　前記非晶質シリコン膜を結晶化して結晶性シリコン膜を形成し、
　前記結晶性シリコン膜をエッチングして前記第１～第３の島状半導体層を形成し、
　前記第１～第３の島状半導体層上に前記ゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の導電膜および該第１の導電膜上に第２の導電膜を積層形
成し、
　前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成し、
　第１のプラズマエッチング処理を行って前記第１の導電膜および前記第２の導電膜をエ
ッチングすることにより、
　　　　前記第１の島状半導体層上に、後に前記第１のゲート電極となる、端部がテーパ
ー形状である第１の形状の導電層を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第２のゲート電極
を形成し、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第３のゲー
ト電極を形成し、
　前記後に第１のゲート電極となる第１の形状の導電層、前記第２のゲート電極、前記第
３のゲート電極およびそれぞれの前記第１のレジストマスクをドーピングマスクとして第
１のドーピング処理を行って、
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　　　　前記第１の島状半導体層中であって、前記後に第１のゲート電極となる第１の形
状の導電層と重なっていない部分に、
　　　　前記第２の島状半導体層中であって、前記第２のゲート電極と重なっていない部
分に、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層中であって、前記第３のゲート電極と重なってい
ない部分に、低濃度のｎ型不純物を添加し、
　第２のレジストマスクを、前記第２のゲート電極の上面および側面を覆い、前記第３の
島状半導体層を覆うように形成し、
　第２のプラズマエッチング処理を行って、後に前記第１のゲート電極となる第１の形状
の導電層中の前記第２の導電膜をエッチングして細くすることにより、該エッチングされ
た第２の導電膜および該第２の導電膜の端部から突出した突出部を有する第１の導電膜か
らなる前記第１のゲート電極を形成し、
　第２のドーピング処理により高濃度のｎ型不純物を添加して、
　　　　前記第１の島状半導体層中に、前記第１のゲート電極の前記突出部と重なる前記
第１のＬＤＤ領域、前記第１のソース領域および前記第１のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層中に、前記４つの第２のＬＤＤ領域、前記３つの第２の
ソース領域および第２のドレイン領域を形成し、
　前記第１のレジストマスクおよび前記第２のレジストマスクを除去し、
　前記第１の島状半導体層および前記第２の島状半導体層を覆う第３のレジストマスクを
形成し、
　第３のドーピング処理によりｐ型不純物を添加して、
　　　　前記第３の島状半導体層中に、前記第３のソース領域および前記第３のドレイン
領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　画素ＴＦＴを有する画素部と、該画素部の周辺に設けられた、ｐチャネル型ＴＦＴおよ
び第１のｎチャネル型ＴＦＴとを有する駆動回路と、を同一の基板上に有し、
　前記第１のｎチャネル型ＴＦＴは、第１の島状半導体層、第１のゲート電極、ゲート絶
縁膜を有し、
　　　　前記第１の島状半導体層は、第１のチャネル形成領域と、該第１のチャネル形成
領域に接して２つの第１のＬＤＤ領域と、該２つの第１のＬＤＤ領域に接して第１のソー
ス領域または第１のドレイン領域を有し、
　　　　前記２つの第１のＬＤＤ領域は前記第１のゲート電極と一部重なっており、前記
第１のソース領域および前記第１のドレイン領域は前記第１のゲート電極と重なっておら
ず、
　前記画素ＴＦＴは、マルチゲート構造の第２のｎチャネル型ＴＦＴであって、第２の島
状半導体層、２つの第２のゲート電極、ゲート絶縁膜を有し、
　　　　前記第２の島状半導体層は、２つの第２のチャネル形成領域、該２つの第２のチ
ャネル形成領域のそれぞれに接して形成された４つの第２のＬＤＤ領域と、該４つの第２
のＬＤＤ領域のそれぞれに接して形成された３つの第２のソース領域または第２のドレイ
ン領域を有し、
　　　　前記２つの第２のチャネル形成領域の間に接して、４つのうち２つの前記第２の
ＬＤＤ領域が形成され、該２つの第２のＬＤＤ領域の間に接して、３つのうち１つの前記
第２のソース領域または前記第２のドレイン領域が形成され、
　　　　前記４つの第２のＬＤＤ領域並びに前記３つの第２のソース領域または第２のド
レイン領域は前記第２のゲート電極と重なっておらず、
　前記ｐチャネル型ＴＦＴは第３の島状半導体層、第３のゲート電極、ゲート絶縁膜を有
し、
　　　　前記第３の島状半導体層は、第３のチャネル形成領域と、該第３のチャネル形成
領域に接して第３のソース領域または第３のドレイン領域を有し、
　　　　前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域は前記第３のゲート電極と
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重なっておらず、
　前記第２のＬＤＤ領域に含まれるｎ型不純物濃度は、前記第１のＬＤＤ領域に含まれる
ｎ型不純物濃度よりも高い半導体装置の作製方法であって、
　前記基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に非晶質シリコン膜を形成し、
　前記非晶質シリコン膜を結晶化して結晶性シリコン膜を形成し、
　前記結晶性シリコン膜をエッチングして前記第１～第３の島状半導体層を形成し、
　前記第１～第３の島状半導体層上に前記ゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の導電膜および該第１の導電膜上に第２の導電膜を積層形
成し、
　前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成し、
　第１のプラズマエッチング処理を行って前記第１の導電膜および前記第２の導電膜をエ
ッチングすることにより、
　　　　前記第１の島状半導体層上に、後に前記第１のゲート電極となる、端部がテーパ
ー形状である第１の形状の導電層を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第２のゲート電極
を形成し、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第３のゲー
ト電極を形成し、
　前記第１の島状半導体層および前記第２の島状半導体層を覆う第２のレジストマスクを
形成し、
　前記第２のレジストマスク、前記第３のゲート電極および前記第３のゲート電極上の前
記第１のレジストマスクをドーピングマスクとして第１のドーピング処理を行って、ｐ型
不純物を添加して、
　　　　前記第３の島状半導体層中に、前記第３のソース領域および前記第３のドレイン
領域を形成し、
　前記第１のレジストマスクおよび前記第２のレジストマスクを除去し、
　前記後に前記第１のゲート電極となる第１の形状の導電層、前記第２のゲート電極およ
び前記第３のゲート電極をドーピングマスクとして第２のドーピング処理を行って、
　　　　前記第１の島状半導体層中であって、前記後に第１のゲート電極となる第１の形
状の導電層と重なっていない部分に、
　　　　前記第２の島状半導体層中であって、前記第２のゲート電極と重なっていない部
分に、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層中であって、前記第３のゲート電極と重なってい
ない部分に、低濃度のｎ型不純物を添加し、
　第３のレジストマスクを、前記後に第１のゲート電極となる第１の形状の導電層上面に
形成するとともに前記第２のゲート電極の上面および側面を覆い、前記第３のゲート電極
および前記第３の島状半導体層を覆うように形成し、
　第２のプラズマエッチング処理を行って、後に前記第１のゲート電極となる第１の形状
の導電層中の前記第２の導電膜をエッチングして細くすることにより、該エッチングされ
た第２の導電膜および該第２の導電膜の端部から突出した突出部を有する第１の導電膜か
らなる前記第１のゲート電極を形成し、
　第３のドーピング処理により高濃度のｎ型不純物を添加して、
　　　　前記第１の島状半導体層中に、前記第１のゲート電極の前記突出部と重なる前記
第１のＬＤＤ領域、前記第１のソース領域および前記第１のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層中に、前記４つの第２のＬＤＤ領域、前記３つの第２の
ソース領域および第２のドレイン領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法
。
【請求項６】
　画素ＴＦＴを有する画素部と、該画素部の周辺に設けられた、ｐチャネル型ＴＦＴおよ
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び第１のｎチャネル型ＴＦＴとを有する駆動回路と、を同一の基板上に有し、
　前記第１のｎチャネル型ＴＦＴは、第１の島状半導体層、第１のゲート電極、ゲート絶
縁膜を有し、
　　　　前記第１の島状半導体層は、第１のチャネル形成領域と、該第１のチャネル形成
領域に接して２つの第１のＬＤＤ領域と、該２つの第１のＬＤＤ領域に接して第１のソー
ス領域または第１のドレイン領域を有し、
　　　　前記２つの第１のＬＤＤ領域は前記第１のゲート電極と一部重なっており、前記
第１のソース領域および前記第１のドレイン領域は前記第１のゲート電極と重なっておら
ず、
　前記画素ＴＦＴは、マルチゲート構造の第２のｎチャネル型ＴＦＴであって、第２の島
状半導体層、２つの第２のゲート電極、ゲート絶縁膜を有し、
　　　　前記第２の島状半導体層は、２つの第２のチャネル形成領域、該２つの第２のチ
ャネル形成領域のそれぞれに接して形成された４つの第２のＬＤＤ領域と、該４つの第２
のＬＤＤ領域のそれぞれに接して形成された３つの第２のソース領域または第２のドレイ
ン領域を有し、
　　　　前記２つの第２のチャネル形成領域の間に接して、４つのうち２つの前記第２の
ＬＤＤ領域が形成され、該２つの第２のＬＤＤ領域の間に接して、３つのうち１つの前記
第２のソース領域または前記第２のドレイン領域が形成され、
　　　　前記４つの第２のＬＤＤ領域並びに前記３つの第２のソース領域または第２のド
レイン領域は前記第２のゲート電極と重なっておらず、
　前記ｐチャネル型ＴＦＴは第３の島状半導体層、第３のゲート電極、ゲート絶縁膜を有
し、
　　　　前記第３の島状半導体層は、第３のチャネル形成領域と、該第３のチャネル形成
領域に接して第３のソース領域または第３のドレイン領域を有し、
　　　　前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域は前記第３のゲート電極と
重なっておらず、
　前記第２のＬＤＤ領域に含まれるｎ型不純物濃度は、前記第１のＬＤＤ領域に含まれる
ｎ型不純物濃度よりも高い半導体装置の作製方法であって、
　前記基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に非晶質シリコン膜を形成し、
　前記非晶質シリコン膜を結晶化して結晶性シリコン膜を形成し、
　前記結晶性シリコン膜をエッチングして前記第１～第３の島状半導体層を形成し、
　前記第１～第３の島状半導体層上に前記ゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の導電膜および該第１の導電膜上に第２の導電膜を積層形
成し、
　前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成し、
　第１のプラズマエッチング処理を行って前記第１の導電膜および前記第２の導電膜をエ
ッチングすることにより、
　　　　前記第１の島状半導体層上に、後に前記第１のゲート電極となる、端部がテーパ
ー形状である第１の形状の導電層を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第２のゲート電極
を形成し、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第３のゲー
ト電極を形成し、
　前記第１の島状半導体層および前記第２の島状半導体層を覆う第２のレジストマスクを
形成し、
　前記第２のレジストマスク、前記第３のゲート電極および前記第３のゲート電極上の前
記第１のレジストマスクをドーピングマスクとして第１のドーピング処理を行って、ｐ型
不純物を添加して、
　　　　前記第３の島状半導体層中に、前記第３のソース領域および前記第３のドレイン
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領域を形成し、
　前記第１のレジストマスクを除去し、
　第２のレジストマスクを、前記後に第１のゲート電極となる第１の形状の導電層上面に
形成するとともに前記第２のゲート電極の上面および側面を覆い、前記第３のゲート電極
および前記第３の島状半導体層を覆うように形成し、
　第２のプラズマエッチング処理を行って、後に前記第１のゲート電極となる第１の形状
の導電層中の前記第２の導電膜をエッチングして細くすることにより、該エッチングされ
た第２の導電膜および該第２の導電膜の端部から突出した突出部を有する第１の導電膜か
らなる前記第１のゲート電極を形成し、
　第２のドーピング処理を行って、
　　　　前記第１の島状半導体層中であって、前記第１のゲート電極と重なっていない部
分に、
　　　　前記第２の島状半導体層中であって、前記第２のレジストマスクに覆われていな
い部分に、高濃度のｎ型不純物を添加し、
　前記第２のレジストマスクを除去し、
　第３のドーピング処理を行って、低濃度のｎ型不純物を添加し、
　　　　前記第１の島状半導体層中に、前記第１のゲート電極の前記突出部と重なる前記
第１のＬＤＤ領域、前記第１のソース領域および前記第１のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層中に、前記４つの第２のＬＤＤ領域、前記３つの第２の
ソース領域および第２のドレイン領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法
。
【請求項７】
　画素ＴＦＴを有する画素部と、該画素部の周辺に設けられた、ｐチャネル型ＴＦＴおよ
び第１のｎチャネル型ＴＦＴとを有する駆動回路と、を同一の基板上に有し、
　前記第１のｎチャネル型ＴＦＴは、第１の島状半導体層、第１のゲート電極、ゲート絶
縁膜を有し、
　　　　前記第１の島状半導体層は、第１のチャネル形成領域と、該第１のチャネル形成
領域に接して２つの第１のＬＤＤ領域と、該２つの第１のＬＤＤ領域に接して第１のソー
ス領域または第１のドレイン領域を有し、
　　　　前記２つの第１のＬＤＤ領域は前記第１のゲート電極と一部重なっており、前記
第１のソース領域および前記第１のドレイン領域は前記第１のゲート電極と重なっておら
ず、
　前記画素ＴＦＴは、マルチゲート構造の第２のｎチャネル型ＴＦＴであって、第２の島
状半導体層、２つの第２のゲート電極、ゲート絶縁膜を有し、
　　　　前記第２の島状半導体層は、２つの第２のチャネル形成領域、該２つの第２のチ
ャネル形成領域のそれぞれに接して形成された４つの第２のＬＤＤ領域と、該４つの第２
のＬＤＤ領域のそれぞれに接して形成された３つの第２のソース領域または第２のドレイ
ン領域を有し、
　　　　前記２つの第２のチャネル形成領域の間に接して、４つのうち２つの前記第２の
ＬＤＤ領域が形成され、該２つの第２のＬＤＤ領域の間に接して、３つのうち１つの前記
第２のソース領域または前記第２のドレイン領域が形成され、
　　　　前記４つの第２のＬＤＤ領域並びに前記３つの第２のソース領域または第２のド
レイン領域は前記第２のゲート電極と重なっておらず、
　前記ｐチャネル型ＴＦＴは第３の島状半導体層、第３のゲート電極、ゲート絶縁膜を有
し、
　　　　前記第３の島状半導体層は、第３のチャネル形成領域と、該第３のチャネル形成
領域に接して第３のソース領域または第３のドレイン領域を有し、
　　　　前記第３のソース領域および前記第３のドレイン領域は前記第３のゲート電極と
重なっておらず、
　前記第２のＬＤＤ領域に含まれるｎ型不純物濃度は、前記第１のＬＤＤ領域に含まれる
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ｎ型不純物濃度よりも高い半導体装置の作製方法であって、
　前記基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に非晶質シリコン膜を形成し、
　前記非晶質シリコン膜を結晶化して結晶性シリコン膜を形成し、
　前記結晶性シリコン膜をエッチングして前記第１～第３の島状半導体層を形成し、
　前記第１～第３の島状半導体層上に前記ゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の導電膜および該第１の導電膜上に第２の導電膜を積層形
成し、
　前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成し、
　第１のプラズマエッチング処理を行って前記第１の導電膜および前記第２の導電膜をエ
ッチングすることにより、
　　　　前記第１の島状半導体層上に、後に前記第１のゲート電極となる、端部がテーパ
ー形状である第１の形状の導電層を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第２のゲート電極
を形成し、
　　　　並びに前記第３の島状半導体層上に、端部がテーパー形状である前記第３のゲー
ト電極を形成し、
　前記第２のゲート電極の上面および側面を覆い、前記第３の島状半導体層を覆う第２の
レジストマスクを形成し、
　前記後に第１のゲート電極となる第１の形状の導電層、前記後に第１のゲート電極とな
る第１の形状の導電層上の第１のレジストマスクおよび第２のレジストマスクをドーピン
グマスクとして、第１のドーピング処理を行って
　　　　前記第１の島状半導体層中であって、前記第１のゲート電極と重なっていない部
分に、
　　　　前記第２の島状半導体層中であって、前記第２のレジストマスクに覆われていな
い部分に、高濃度のｎ型不純物を添加し、
　前記第１のレジストマスクおよび前記第２のレジストマスクを残したまま、第２のプラ
ズマエッチング処理を行って、後に前記第１のゲート電極となる第１の形状の導電層中の
前記第２の導電膜をエッチングして細くすることにより、該エッチングされた第２の導電
膜および該第２の導電膜の端部から突出した突出部を有する第１の導電膜からなる前記第
１のゲート電極を形成し、
　前記第１のレジストマスクおよび前記第２のレジストマスクを除去し、
　前記第１の島状半導体層および前記第２の島状半導体層を覆う第３のレジストマスクを
形成し、
　前記第３のレジストマスク、前記第３のゲート電極および前記第３のゲート電極上の前
記第１のレジストマスクをドーピングマスクとして第２のドーピング処理を行って、ｐ型
不純物を添加して、
　　　　前記第３の島状半導体層中に、前記第３のソース領域および前記第３のドレイン
領域を形成し、
　前記第３のレジストマスクを除去し、
　第３のドーピング処理を行って、低濃度のｎ型不純物を添加し、
　　　　前記第１の島状半導体層中に、前記第１のゲート電極の前記突出部と重なる前記
第１のＬＤＤ領域、前記第１のソース領域および前記第１のドレイン領域を形成し、
　　　　前記第２の島状半導体層中に、前記４つの第２のＬＤＤ領域、前記３つの第２の
ソース領域および第２のドレイン領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法
。
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